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• • カーボン物質は電子励起で カーボン物質は電子励起で 

こしやすい。 こしやすい。 

• • C C 60 60 は は低エネルギーの電子注入 の電子注入 

重合・解離を起こす。 重合・解離を起こす。 

• • C C 60 60 の電流注入効果はイオン の電流注入効果はイオン 

説明できる。 説明できる。 

• • ta ta- -C Cに電子線を照射するとグラファイト に電子線を照射するとグラファイト 

ができる。 ができる。 

• • はじき出しの起こらない軟 はじき出しの起こらない軟 

ta ta- -C Cの構造変化は起こる の構造変化は起こる 

• • ta ta- -C C特有の 特有の288eV 288eV吸収ピークに 吸収ピークに 

ルギーで共鳴的に照射効果 ルギーで共鳴的に照射効果 

で欠陥生成・構造変化を起 で欠陥生成・構造変化を起 

電子注入・正孔注入によって 電子注入・正孔注入によって 

はイオン化反応機構で統一的に はイオン化反応機構で統一的に 

するとグラファイト的秩序構造 するとグラファイト的秩序構造 

軟Ｘ線照射によっても、 軟Ｘ線照射によっても、 

こる。 こる。 

ピークに近いフォトンエネ ピークに近いフォトンエネ 

照射効果が大きくなる。 照射効果が大きくなる。



π*,σ*吸収ピークのブロードニング 

Integral Breath Method で定量化 
(ピークと面積、高さが等しい長方形の幅) 

軟Ｘ線照射による単層カーボンナノチューブの 
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12 C-SWCTのTOF 
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13 CCNTのTOFスペクトル 
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チューブを構成する炭素の脱離は軟Ｘ線照射 
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・カーボンナノチューブへの軟エックス線照射 
のＤバンドが増加する 

・照射に伴う原子脱離において炭素単体 
Ｃ単独の脱離による空孔生成はＤバンド 

・ 13 CCNTからのイオン脱離を調べたところ 
脱離が観察されなかったことから、化学修飾基 

のドライエッチングも欠陥生成の機構ではないことがわかった 

・軟エックス線照射によるＤバンド増加機構 

内殻励起によって生じる面内原子移動 

が考えられる 

線照射によりラマンスペクトル 

炭素単体での脱離は観測されず、 
バンド増加の機構ではない 

べたところ、 13 Cを含むイオン種の 
化学修飾基の脱離によるカーボン 

ではないことがわかった。 

増加機構の候補としては、 

面内原子移動で生成される欠陥(VIペア?)


